lang reekke af andre eksempler. Der er sdledes hib om at
ogsa andre tekniske forskningsomrader end den heterogene
katalyse med tiden kan drage nytte af udviklingen inden for
overfladefysikken.

Dette nummer af KVANT rummer en raekke artikler der
handler om overfladefysik i Danmark. Flemming Besen-
bacher, Erik Lagsgaard og Ivan Stensgaard beskriver Scan-
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Jorgen Friis Bak, redaktor

Atomerne i et fast stof placerer sig sedvanligvis indbyrdes
i en gitterstruktur, der er karakteristisk for det pagaldende
stof. I mange tilfelde er atomernes placering baseret pd en
temingeformet struktur. Det er dog kun meget fa stoffer, der
danner det simple kubiske gitter, hvor atomerne udelukken-
de sidder i hjerne-positionerne af en terning.

To ofte foreckommende varianter kaldes for bee, body-
centered cubic, hvor der er et ekstra atom i midten af
terningen, og fcc, face-centered cubic, hvor der er et ekstra
atom pa hver af terningens sider.

Kubisk bee fcc

I gitterstrukturen er atomerne ordnede i en-dimensionale
rekker, krystalakserne, og i to-dimensionale krystalplaner.
Nar man skal angive en krystalakse, anvendes et koordinat-
system, baseret pa terningens sider: Rakken af atomer der
fortseetter udover én af terningens sider kaldes for [100]-
aksen, og [010]-aksen star vinkelret pa denne. For at angive
den modsatte retning, sattes der et minus ovenover tallet, sd
[010]-retningen er modsat [010]-retningen. Der er mange
mulige akser i en krystal. Langs én sides diagonal finder
man [110]-aksen, og fra terningens ene hjerne gennem
centrum til dens modstidende hjerne findes [1l1]-retningen.

Krystalplaneme har en meget vigtig funktion i for-
bindelse med studiet af krystaller: en belge, for eksempel en
rontgenstrile, der sendes ind mod en krystalplan, kan blive
reflekteret. Hvis der skal komme en belge ud, mé der vere
konstruktiv interferens fra de planer, der spejler belgen: For
at bevare fasen skal den ekstra vejlengde, som belgen
tilbagelegger i forbindelse med reflektionen fra en givet
plan, vere et helt antal belgelaengder i forhold til reflektio-
nen fra en anden plan. Kaldes afstanden mellem planerne
for d, betyder det at en belge med belgelengden X der
falder ind mod en raekke planer under vinklen 9, skal
opfylde den sékaldte Bragg-betingelse: 2 d sind = n X, hvor
n er et helt tal.

ning Tunneling Mikroskopet, der gor det muligt at iagttage
enkelte atomer pa overflader. Robert Feidenhans’l beskriver
overfladen og nogle teknikker til at undersege dem. Ib
Chorkendorff og Per Stoltze beskriver hvorledes man kan
studere de kemiske reaktioner pa overflader, og Per Stoltze
behandler en smeltende overflade. Endelig beretter Bjeme
Steffen Clausen om den industrielle katalyse.

En belge, karakteriseret ved en belgelengde X der
bevager sig i retningen af en enhedsvektor e, kan kort be-
skrives ved den sakaldte belgevektor k = 2n/X e. Nar en
sddan belge falder ind mod en plan, kan man oplese den i
komponenterne & cos@ langs planen og k sin@ vinkelret pa
planen. Ved spejlingen vendes den vinkelrette komponent,
altsd en total @ndring pa 2 k sin® = 47t sin®d / X Bragg-
betingelsen leder til at den reflekterede belge skal opfylde
betingelsen n 2n/d.

Det viser sig herved at vektorer, vinkelrette pa krystal-
planerne, med lengder 2n/d er serdeles nyttige. I kraft af
at de er normalvektorer til planerne og med lengder, der
svarer til den reciprokke gitterafstand, er der samtidig givet
en beskrivelse af krystalplaneme. Man har derfor valgt en
notation for krystalplaner, der bygger pa disse vektorer.

De planer, der danner siderne i et kubisk gitter, betegnes
som (100), (010) og (OOl)-planer. Diagonalplanen, hvis ene
side er en diagonal i terningen og med en temingekant som
den anden side, betegnes som (110)-planen og siden,
afgraenset af tre diagonaler, kaldes for (1l1)-planen.

(100) (110) (111)

Pa en overflade kan der opstd komplekse strukturer, der
daekker over flere enhedsceller. For at beskrive disse skal
man anvende storre celler. Pa overfladen af silicium, dannet
afen (111 )-krystalplan, dannes der en meget omtalt struktur
der daekker over 49 almindelige enhedsceller. Den kaldes for
7x7 stmkturen eller mere precist Si(l 11)7x7, for ogsé at
angive det materiale og den krystalretning som det handler
om.

Dansk overfladefysik



